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【背景】GaN/AlGaN/GaNダブルヘテロ構造の各界面付近には 2次元電

子ガスと 2次元正孔ガスが発生することを活かし，PSJ FET[1]などの高

耐圧デバイスに利用されている．PSJ FET の耐圧を向上させるために

は，電界緩和構造であるダブルヘテロ構造の破壊特性を知ることが重

要である．本研究では PSJ FET の絶縁破壊特性を明らかにするための

第一歩として，GaN/AlGaN/GaNダブルヘテロ構造を備えた縦型ダイオ

ードを作製し，その電気特性について調べたので報告する． 

【実験内容】GaN/AlGaN/GaN ダブルヘテロ構造を備えた pn ダイオー

ドの構造を Fig. 1に示す．デバイス構造はMOVPE法を用いて n型 GaN

基板上に成長した．ICP-RIEにより垂直メサ構造の形成を行い，メサ

上部に p 型 GaN へのオーミック電極として Ni/Au，基板裏面に n 型

GaN へのオーミック電極として Al を蒸着し，表面を Al2O3により

保護することでデバイス作製を完了した． 

【結果】Fig. 2 にダイオードの逆方向電流電圧特性を繰り返し測定

した結果を示す．ダイオードの絶縁破壊電圧は約 170 Vで変化せず，

非破壊降伏が得られた．また，エミッション顕微鏡での観察を行っ

た結果，メサ内部で得られた均一な発光から，デバイス内部で電界

が均一にかかっていることが確認された．絶縁破壊電圧の温度依存

性を Fig. 3に示す．絶縁破壊電圧は温度に対して線形に上昇してお

り，その温度係数は α=2.6x10-4 K-1であった．これは不純物ドーピン

グを用いた GaN PND (α=6.0x10-4 K-1)[2]と同程度の値であり，作製し

たダイオードの絶縁破壊機構がアバランシェ降伏であることが示

された．これらの結果は，PSJ FETの耐圧の改善や非破壊降伏の実

現につながる． 
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Fig. 1 Device structure of 

PSJ PND 

Fig. 2 Repeat reverse I-V 

characteristics 

 

Fig. 3 Temperature depen-

dence of breakdown voltage 
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